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Имеется ряд публикаций [1-3], в которых обсуждается возможность формирования внутреннего транспортного барьера в плазме тороидальных магнитных ловушек в окрестности рациональных магнитных поверхностей.

Результаты исследований формирования такого барьера в плазме ВЧ разряда в торсатроне У-3М в окрестности рациональных поверхностей представлены в настоящей работе.

Было сделано предположение, что профиль радиального электрического поля, Er(r), в области рациональных поверхностей будет определяться увеличением поперечной электропроводности плазмы за счет продольного движения электронов в слое стохастизированных силовых линий магнитного поля в окрестности островных цепочек. Естественно ожидать, что этот эффект будет проявляться при длине свободного пробега тепловых электронов в несколько десятков оборотов вдоль тора. Чтобы обеспечить выполнение этого условия, для ввода ВЧ мощности в плазму использовалась рамочная антенна, которая формирует профиль поглощения мощности с максимумом в области локализации рациональных поверхностей.

Экспериментальные исследования на торсатроне У-3М показали возможность формирования внутреннего транспортного барьера в плазме ВЧ разряда в окрестности рациональных поверхностей. Формирование барьера имеет место, если длина свободного пробега электронов в области локализации рациональных λ>>2πR0 (R0 - радиус тора). Это условие выполнялось в эксперименте при плотности плазмы 
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(2(1012см-3 и PВЧ>140кВт. В процессе формирования барьера наблюдались следующие явления:

· уширение профиля плотности и уменьшение ее флуктуаций в области локализации рациональных поверхностей;

· увеличение bootstrap тока;

· быстрое изменение полоидальной скорости вращения плазмы и радиального электрического поля;

· формирование областей с высоким широм электрического поля в окрестности рациональных поверхностей.

После формирования барьера наблюдается переход в режим улучшенного удержания плазмы. Время перехода сокращается с увеличением вводимой в плазму мощности. После формирования барьера режим улучшенного удержания плазмы может быть поддержан в течение всей длительности ВЧ разряда.
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